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Si(100)表面の酸素分子による酸化の基礎的理解は，原子レベルで微細化が進むSi-MOSFETのゲ

ート酸化膜を形成するうえで重要である．酸化反応素過程のうち，解離吸着前の前駆的吸着状態

の研究は，吸着過程の理解に極めて重要となる．前回，Si(111)-7×7表面室温酸化において観測さ

れる分子状吸着状態に類似した光電子ピークをSi(100)-2×1表面の室温酸化においても観測できる

ことを報告した[1]．今回，酸化の進行に伴うこのピークの変化を放射光光電子分光によってリア

ルタイム観察した結果を報告する． 

実験は，SPring-8の軟X線ビームライン（BL23SU）の表面反応分析装置（SUREAC2000）にお

いて行った．n型Si(100)基板を薬液処理後，超高真空装置(2×10-8 Pa以下)において1150℃以上のフ

ラッシュアニールを数回行った．低エネルギー電子回折（LEED）によって2×1パターンを確認す

るとともに、不純物が放射光光電子分光で検出限界以下であり、Si 2p光電子スペクトルにSiダイ

マーに由来するピークを確認した。この表面を酸化前の清浄Si(100)-2×1とした．バリアブルリー

クバルブを用いて酸素圧力を制御し，放射光（～669.7 eV，ΔE

～150 meV）を用いてO 1s 光電子スペクトルを連続測定した． 

FIG. 1 は，Si(100)-2×1室温酸化中に記録したO 1s光電子ス

ペクトルのカーブフィット解析の結果（A）と酸化に伴うそ

の成分の変化（B）を示す．酸化開始直後にSi-O-Si（ins oxygen）

が最初に現れ，遅れて分子状吸着状態（paul oxygen）が観察

された．また，その強度は常にins oxygenのものより小さかっ

た．これらの結果は，Si(111)-7×7表面室温酸化で見出した結

果[2, 3]と類似しており，paul oxygenがins oxygen生成後の二

次的な生成物でバックボンドに酸素を有するSi（ins×n構造: 

n=1, 2, 3）上の分子状吸着種であることを示唆している． 
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FIG. 1. (A) O 1s 光電子スペクトとカ

ーブフィット解析の結果と(B) 各成

分の曝露量依存性． 
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